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T ranzysto ry  BF504, BF505, i
BF506 produkow ane przez F a ­

brykę Półprzew odników  TEWA są 
tranzystoram i krzem ow ym i średniej 
mocy, w ielkiej częstotliwości, typu 
n— P— n  w ykonanym i technologią 
dyfuzyjną, konstrukcji MESA. P rze-
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Rys. 1. Rozmiary tranzystorów grupy BF504-50S 
oraz układ wyprowadzeń elektrod

znaczone są głów nie do pracy w Główne rozm iary  tranzystorów  
układach przełącznikow ych i gene- grupy  BF504, 505, 506 oraz układ 
racyjnych w ielkiej częstotliwości w yprow adzeń elektrod są podane 
oraz do pracy w  układach  w zm ac- na rysunku  1, a podstaw ow e p a ra -  
niających średniej częstotliwości. m etry  elektryczne tranzystorów  ze-
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Rys# 2. Charakterystyki tranzystorów grupy BF504-506

staw ione w tablicy 1, przy czym ich 
dopuszczalne w artości eksploatacyj­
ne u jęto w tablicy 2.

T ranzystory  grupy BF504, 505,
506 m ają zbliżone param etry  do 
tranzystorów  typu  2N696, 2N697
francuskiej firm y Cosem.

P rodukow ane rów nież przez F.P. 
TEWA tranzysto ry  typu  BF504A,

(cd. na str. 231)
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T a b l i c a  1

P a r a m e tr y  e le k tr y c z n e  tr a n z y s to r ó w  g r u p y  BF501, BF505, BF506

W artość param etru

N a zw a  p aram etru O zn a­
c ze n ie Jed n . W arunk i

p om iaru
BF504 BF505 BF506

m in m ax m in m ax m in m ax

Prąd z ero w y  k o- u c z T 6 v
lek to r -b a za ICBO U A 7^ =0 m A 0,5 0,5 0,5

W sp ó łczyn n ik  
w z m o c n ie n ia  prądo- u C łT 6 v
w eg o  w  u k ła d z ie  OE h

21e 7^=10 m A 10 10 10

N a p ięc ie  n a sy cen ia UCEsał V 7^=10 m A  

h 2 lE =10 2 2 2

W sp ó łczy n n ik U „ = 6  V
w z m o c n ie n ia  p rą d o ­
w eg o  w  u k ła d z ie  OE

CE
Iq = 10 m A

przy  / p =  20 MHz ih 21c|
f  =  20 MHz 3 3 3

P o jem n o ść  k o lek to ra CC pF UCB =  6 V
7 „ = 0  m A
/  =  5 MHz 35 35 35

Sta ła  cza so w a rb b Cc
ps UC B =6 V

1„ — 10 m A
f  =  5 MHZ 2700 2700 2700

W sp ó łczyn n ik V C E = 6 V
w zm o cn ien ia  prądo- 7^=5 m A
w eg o  w  u k ła d z ie  OE h21e f p = 1  k Hz 10 10 10

N a p ięc ie  p rzeb ic ia 1CBO= W  llA
k o lek to r-b a za U(BR)CBO V 7^,= 0 m A 15 30 45

N a p ięc ie  p rzeb ic ia !c e o =10  m A
k o lek to r -em iter U (BR)CEO V im p . 7^=0 m A 15 30 45

N a p ięc ie  p rzeb ic ia 1EBO =  W ó A
em iter-b aza V (BR)EBO V IC =Q M-A 4 4 4

T a b l i c a  2
D o p u szcza ln e  w a r to śc i e k s p lo a ta c y jn e  d la  tr a n z y s to r ó w  g ru p y  BF504, BF505, BF501

p rzy  ta =  45° C

N azw a  param etru O zn aczen ie Jed n .
W artość

BF504 BF505 BF506

M ax n a p ięc ie  k o lek to r-b a za ^CB  max V 15 30 45

M ax n a p ięc ie  k o le k to r -em ite r ^CE  max V 15 30 45

M ax n a p ięc ie  em iter -b a za EB max V 4 4
■

4

Ł ączna m oc strat k o lek to ra P max mW 250 250 250

M ax prąd k o lek to ra l rC max m A 50 50 50

M ax tem p eratu ra  z łącza t .j  max ° C 150 150 150

BF505A, BF506A m ają param etry  
takie, jak  grupa BF504, BF505,
BF506 z tą  tylko różnicą, że stała 
czasowa obwodu kolek tora rbb'Cc 
jest w iększa od w artości 2700 ps i 
n ie jest określana. W związku z tym  
został zawężony zakres zastosow a­
nia tych tranzystorów  do układów

przełączających i generacyjnych 
w ielkiej częstotliwości i w zm acnia­
jących m ałej częstotliwości.

Zamieszczone na rysunku  2a, b, c 
charak terystyk i tranzystorów  grupy 
BF504, 505, 506 należy trak tow ać 
jako orientacyjne.


